
JP 6497486 B2 2019.4.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性の第１基材と、
　前記第１基材に形成された第１層間接続導体と、
　前記第１基材に接する絶縁性の第２基材と、
　前記第２基材に形成され、前記第１層間接続導体に接合する第２層間接続導体と、
　導体パターンが形成されない絶縁性樹脂からなり、前記第１層間接続導体と前記第２層
間接続導体とが接合する接合面を含む層界面に接し、前記接合面を囲む開口が形成された
絶縁層と、を備え、
　前記絶縁層は前記第１基材および前記第２基材よりもガス透過性に優れる、
　多層基板。
【請求項２】
　前記第１基材および前記第２基材は液晶ポリマーを主成分とし、前記絶縁層はエポキシ
またはポリイミドを主成分とする、請求項１に記載の多層基板。
【請求項３】
　絶縁性の第１基材と、
　前記第１基材に形成された第１層間接続導体と、
　前記第１基材に接する絶縁性の第２基材と、
　前記第２基材に形成され、前記第１層間接続導体に接合する第２層間接続導体と、
　導体パターンが形成されない絶縁性樹脂からなり、前記第１層間接続導体と前記第２層
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間接続導体とが接合する接合面を含む層界面に接し、前記接合面を囲む開口が形成された
絶縁層と、を備え、
　前記絶縁層は、前記第１基材および前記第２基材と同じ母材からなり、前記第１基材お
よび前記第２基材と比較してフィラーの含有量が少ない、
　多層基板。
【請求項４】
　前記開口の径は前記第１層間接続導体および前記第２層間接続導体の径よりも大きい、
請求項１から３のいずれかに記載の多層基板。
【請求項５】
　前記絶縁層は前記第１基材および前記第２基材を含む複数の基材の積層体の端面に露出
している、請求項１から４のいずれかに記載の多層基板。
【請求項６】
　前記絶縁層の厚さは前記第１基材および前記第２基材の厚さよりも薄い、
　請求項１から５のいずれかに記載の多層基板。
【請求項７】
　前記第１層間接続導体および前記第２層間接続導体はＳｎを含む導電性ペーストからな
る、請求項１から６のいずれかに記載の多層基板。
【請求項８】
　絶縁性の第１基材に第１貫通孔を形成し、絶縁性の第２基材に第２貫通孔を形成する貫
通孔形成工程と、
　前記第１貫通孔および前記第２貫通孔に導電性ペーストを充填する導電性ペースト充填
工程と、
　前記第１基材および前記第２基材よりもガス透過性に優れ、導体パターンが形成されて
いない絶縁性樹脂からなり、平面視で前記第１貫通孔および前記第２貫通孔を囲む開口が
形成された絶縁層を、前記第１基材または前記第２基材に接して形成する、絶縁層形成工
程と、
　前記第１基材および前記第２基材を含む複数の基材を積層し熱圧着するとともに、前記
第１貫通孔内の導電性ペーストから第１層間接続導体を形成し、前記第２貫通孔内の導電
性ペーストから第２層間接続導体を形成する、積層体形成工程と、を有する、
　多層基板の製造方法。
【請求項９】
　絶縁性の第１基材に第１貫通孔を形成し、絶縁性の第２基材に第２貫通孔を形成する貫
通孔形成工程と、
　前記第１貫通孔および前記第２貫通孔に導電性ペーストを充填する導電性ペースト充填
工程と、
　前記第１基材および前記第２基材と比較してフィラーの含有量が少なく、前記第１基材
および前記第２基材と同じ母材で、導体パターンが形成されていない絶縁性樹脂からなり
、平面視で前記第１貫通孔および前記第２貫通孔を囲む開口が形成された絶縁層を、前記
第１基材または前記第２基材に接して形成する、絶縁層形成工程と、
　前記第１基材および前記第２基材を含む複数の基材を積層し熱圧着するとともに、前記
第１貫通孔内の導電性ペーストから第１層間接続導体を形成し、前記第２貫通孔内の導電
性ペーストから第２層間接続導体を形成する、積層体形成工程と、を有する、
　多層基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁性基材が積層されて形成された多層基板およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、層間接続導体を含む多層基板において、層間接続導体には導電性ペーストを固化
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させたものが用いられる。多層基板の配線パターンの高密度化や表面への電子部品の実装
性を考慮して、層間接続導体の構造や材料が設計される。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、半導体素子のフリップチップ実装に適したセラミック多層基
板が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－３３５７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　多層基板の製造時の加熱プレス工程で、層間接続導体形成用の導電性ペーストからガス
が発生されることに起因して、導電性ペーストが噴出する場合がある。特に、特許文献１
の実施形態にも表れているように、多層基板内に、積層方向に連続する層間接続導体を有
する場合に、その部分から導電性ペーストが噴出しやすい。
【０００６】
　導電性ペーストが噴出すると、その噴出した導電性ペーストが固化し、形成された導体
部とその他の回路パターンとの間で不要な容量が形成されたり、形成された導体部を介す
る導体パターン同士の短絡が生じたりする場合があり、所定の電気的特性を得難い。
【０００７】
　本発明の目的は、加熱プレスする際に、層間接続導体が積層方向に連続する部分になる
ところからの導電性ペーストの噴出を抑制した構造の多層基板、および、その製造方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）本発明の多層基板は、
　絶縁性の第１基材と、
　前記第１基材に形成された第１層間接続導体と、
　前記第１基材に接する絶縁性の第２基材と、
　前記第２基材に形成され、前記第１層間接続導体に接合する第２層間接続導体と、
　導体パターンが形成されない絶縁性樹脂からなり、前記第１層間接続導体と前記第２層
間接続導体とが接合する接合面を含む層界面に接し、前記接合面を囲む開口が形成された
絶縁層と、を備える、
　ことを特徴とする。
【０００９】
　上記構成により、絶縁層の開口が空間を形成するので、第１層間接続導体および第２層
間接続導体の孔への充填率が実質的に低下する。そのため、第１層間接続導体および第２
層間接続導体から、例えば溶剤の揮発成分であるガスが発生しても、第１層間接続導体お
よび第２層間接続導体の形成部からの導電性ペーストの噴出が抑制される。
【００１０】
（２）前記開口の径は前記第１層間接続導体および前記第２層間接続導体の径よりも大き
いことが好ましい。この構造により、第１層間接続導体および第２層間接続導体の孔への
実質的な充填率がより低下し、導電性ペーストの噴出がより効果的に抑制される。
【００１１】
（３）前記絶縁層は前記第１基材および前記第２基材よりもガス透過性に優れていること
が好ましい。これにより、第１層間接続導体および第２層間接続導体から発生されるガス
が抜けやすくなり、導電性ペーストの噴出がさらに抑制される。
【００１２】
（４）前記絶縁層は前記第１基材および前記第２基材を含む複数の基材の積層体の端面に
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露出していることが好ましい。この構造により、第１層間接続導体および第２層間接続導
体から放出されるガスは絶縁層を経由して面方向に抜けて、多層基板の外に出やすい。こ
れにより、ガスが抜けやすくなり、導電性ペーストの噴出がさらに抑制される。
【００１３】
（５）前記絶縁層の厚さは前記第１基材および前記第２基材の厚さよりも薄いことが好ま
しい。これにより、多層基板の厚みが抑えられ、低背化されたチップ部品が得られる。
【００１４】
（６）前記絶縁層は、前記第１基材および前記第２基材と同じ母材からなり、前記第１基
材および前記第２基材と比較してフィラーの含有量が少ないことが好ましい。これにより
、第１基材と絶縁層との密着力、および絶縁層と第２基材との密着力が保たれる。
【００１５】
（７）前記第１基材および前記第２基材は液晶ポリマーを主成分とし、前記絶縁層はエポ
キシまたはポリイミドを主成分とすることも好ましい。これにより、第１基材および第２
基材の高温耐熱性と、絶縁層の高いガス透過性とを備える多層基板が得られる。
【００１６】
（８）前記第１層間接続導体および前記第２層間接続導体は、例えばＳｎを含む導電性ペ
ーストからなる。Ｓｎは低融点金属であるので、Ｓｎを主成分とする導電性ペーストは、
加熱プレス時に、より噴出しやすい。このような条件のもとでも、導電性ペーストの噴出
が抑制される。また、例えば、第１基材および第２基材が樹脂基材であって、積層後に加
熱プレス時に第１層間接続導体および第２層間接続導体は固化するので、層間接続導体を
含む多層基板を容易に製造できる。
【００１７】
（９）本発明の多層基板の製造方法は、
　絶縁性の第１基材に第１貫通孔を形成し、絶縁性の第２基材に第２貫通孔を形成する貫
通孔形成工程と、
　前記第１貫通孔および前記第２貫通孔に導電性ペーストを充填する導電性ペースト充填
工程と、
　導体パターンが形成されていない絶縁性樹脂からなり、平面視で前記第１貫通孔および
前記第２貫通孔を囲む開口が形成された絶縁層を、前記第１基材または前記第２基材に接
して形成する、絶縁層形成工程と、
　前記第１基材および前記第２基材を含む複数の基材を積層し熱圧着するとともに、前記
第１貫通孔内の導電性ペーストから第１層間接続導体を形成し、前記第２貫通孔内の導電
性ペーストから第２層間接続導体を形成する、積層体形成工程と、を有する。
【００１８】
　上記製造方法により、第１層間接続導体および第２層間接続導体の形成部からの導電性
ペーストの噴出が抑制されて第１層間接続導体および第２層間接続導体が所望の形状とな
り、所定の電気的特性を有する多層基板が得られる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、第１層間接続導体および第２層間接続導体の形成部からの導電性ペー
ストの噴出が抑制される。そのため、噴出した導電性ペーストが固化し、形成された導体
部とその他の回路パターンとの間で不要な容量が形成されたり、形成された導体部を介し
て導体パターン同士が短絡したり、することがなく、所定の電気的特性を有する多層基板
が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は第１の本実施形態の多層基板１の斜視図である。
【図２】図２は、図１に示す多層基板１の、各層の積層前の状態での斜視図である。
【図３】図３（Ａ）は複数の基材の積層プレス前の段階での断面図である。図３（Ｂ）は
積層プレス後の断面図であり、図１におけるＡ－Ａ部分の断面図である。
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【図４】図４は図３（Ｂ）におけるＢ－Ｂ部分の横断面図である。
【図５】図５は多層基板１の製造手順を示す工程フローチャートである。
【図６】図６（Ａ）は本実施形態の多層基板２の、複数の基材の積層プレス前の段階での
断面図である。図６（Ｂ）は積層プレス後の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
《第１の実施形態》
　図１は本実施形態の多層基板１の斜視図である。図２は、図１に示す多層基板１の、各
層の積層前の状態での斜視図である。図３（Ａ）は複数の基材の積層プレス前の段階での
断面図である。図３（Ｂ）は積層プレス後の断面図であり、図１におけるＡ－Ａ部分の断
面図である。また、図４は図３（Ｂ）におけるＢ－Ｂ部分の横断面図である。
【００２２】
　多層基板１は矩形平板状の外観を有し、絶縁性の複数の基材１１，１２，１３，１４お
よび絶縁シート２０が積層されてなる。これら基材１１，１２，１３，１４および絶縁シ
ート２０の積層によって積層体１００が構成されている。
【００２３】
　基材１１，１２，１３，１４および絶縁シート２０はいずれも液晶ポリマー（ＬＣＰ）
等の熱可塑性樹脂を主成分とするシートである。いずれのシートにも、線膨張係数などを
調整するための、SiO2 等のフィラーが分散されている。但し、絶縁シート２０のフィラ
ーの含有率は、基材１１，１２，１３，１４を構成するシートのフィラーの含有率より少
ない。そのため、絶縁シート２０は基材１１，１２，１３，１４に比べてガス透過性が高
い。
【００２４】
　基材１１の下面には導体パターン３１Ａ，３１Ｂが形成されていて、基材１２の下面に
は導体パターン３２Ａ，３２Ｂが形成されている。基材１３の上面には導体パターン３３
Ａ，３３Ｂが形成されていて、基材１４の上面には導体パターン３４Ａ，３４Ｂが形成さ
れている。これら導体パターンは銅箔をパターン化したものである。本実施形態では、い
ずれの基材も片面銅張り基材である。
【００２５】
　また、基材１１には層間接続導体４１Ａ，４１Ｂが形成されていて、基材１２には層間
接続導体４２が形成されている。基材１３には層間接続導体４３が形成されていて、基材
１４には層間接続導体４４Ａ，４４Ｂが形成されている。これら層間接続導体は、基材に
設けられた貫通孔に充填された導電性ペーストで構成されている。例えば図３（Ａ）に示
すように、基材１２に貫通孔ＴＨ２が形成され、この貫通孔ＴＨ２に導電性ペーストが充
填されることで、基材状態での層間接続導体４２が形成される。同様に、基材１３に貫通
孔ＴＨ３が形成され、この貫通孔ＴＨ３に導電性ペーストが充填されることで基材状態で
の層間接続導体４３が形成される。
【００２６】
　上記導電性ペーストは、例えばＳｎＣｕ系、ＳｎＡｇＣｕ系、ＳｎＺｎＢｉ系等の、Ｓ
ｎを含む導電性ペーストであり、加熱により溶融し、その後固化することで、積層体中の
層間接続導体となる。
【００２７】
　上記複数の基材のうち、基材１２は本発明における「第１基材」に相当し、基材１３は
本発明における「第２基材」に相当する。層間接続導体４２は本発明における「第１層間
接続導体」に相当し、層間接続導体４３は本発明における「第２層間接続導体」に相当す
る。また、上記貫通孔ＴＨ２は本発明における「第１貫通孔」に相当し、貫通孔ＴＨ３は
本発明における「第２貫通孔」に相当する。
【００２８】
　絶縁シート２０には導体パターンが形成されていない。また、この例では、絶縁シート
２０は、基材１１，１２，１３，１４より薄い。図３（Ａ）に表れているように、絶縁シ
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ート２０には、層間接続導体４２と層間接続導体４３との接続面を囲む開口Ｈが形成され
ている。
【００２９】
　ここで、第１の実施形態の多層基板１の製造手順について説明する。図５は多層基板１
の製造手順を示す工程フローチャートである。この例では、多層基板１は、パターン形成
工程Ｓ１、貫通孔形成工程Ｓ２、導電性ペースト充填工程Ｓ３、絶縁シート形成工程Ｓ４
、積層体形成工程Ｓ５、の順に処理されることで製造される。
【００３０】
　パターン形成工程Ｓ１では、銅箔張りの液晶ポリマーシートに対してフォトリソグラフ
ィによって所定の導体パターンを形成する。貫通孔形成工程Ｓ２では、基材１１，１２，
１３，１４の層間接続導体形成位置にそれぞれ貫通孔を形成する。導電性ペースト充填工
程Ｓ３では、印刷法によって、各貫通孔に導電性ペーストを充填する。絶縁シート形成工
程Ｓ４では、絶縁シート２０の所定位置に開口Ｈを形成する。積層体形成工程Ｓ５では、
基材１１，１２，１３，１４および絶縁シート２０を積層し、例えば２８０℃以上３２０
℃以下の範囲内の所定の温度（例えば３００℃）で加熱プレスする。このことによって、
図１、図３（Ｂ）に示すような多層基板１を得る。この加熱プレス時に、上記導電性ペー
ストを固化させて層間接続導体を形成する。このとき、導電性ペーストの成分とＣｕ箔と
が反応して、導通、接合する。図３（Ａ）、図４、に表れている絶縁シート２０は、積層
後の加熱プレスによって、積層体１００内における絶縁層２１となる。
【００３１】
　図５では、層間接続導体を形成した後に絶縁シートを形成する例を示したが、層間接続
導体を形成する工程と絶縁シートを形成する工程は、いずれも積層体形成工程の前であれ
ばよく、層間接続導体を形成する工程と絶縁シートを形成する工程の順序はこれに限らな
い。
【００３２】
　本実施形態によれば、次のような効果を奏する。
【００３３】
（ａ）絶縁シート２０の開口Ｈが層間接続導体形成部の空間を形成するので、すなわち第
１層間接続導体および第２層間接続導体の孔への導電性ペーストの充填率が実質的に低下
する。そのため、第１層間接続導体および第２層間接続導体から、例えば導電性ペースト
中に含まれる溶剤の揮発成分であるガスが発生しても、第１層間接続導体および第２層間
接続導体の形成部からの導電性ペーストの噴出が抑制される。そのため、噴出した導電性
ペーストによって導体パターン同士が短絡したり、不要な容量が形成されたりすることが
なく、所定の電気的特性が得られる。特に、導体パターンを介さない層間接続導体同士の
接合界面は導電性ペーストが噴出しやすいので、層間接続導体同士の接合界面が絶縁層の
開口で囲まれることで、導電性ペーストの噴出が効果的に抑制される。
【００３４】
（ｂ）開口Ｈの径は層間接続導体４２，４３の径（貫通孔ＴＨ２，ＴＨ３の内径）よりも
大きいので、層間接続導体４２，４３を形成する導電性ペーストの孔内への実質的な充填
率がより低下し、導電性ペーストの噴出がより効果的に抑制される。また、層間接続導体
４２，４３形成用貫通孔の径とともに、絶縁シート２０に形成する開口Ｈの径を定めるこ
とで、導電性ペーストが充填される容積を定めることができ、導電性ペーストの実質的な
充填率を定めることができる。さらに、絶縁シート２０の厚さによっても、開口Ｈ内の容
積が変わるので、絶縁シートの厚さによって、導電性ペーストが充填される容積を定める
ことができ、導電性ペーストの実質的な充填率を定めることができる。
【００３５】
（ｃ）また、絶縁シート２０は基材１２，１３に比べてガス透過性に優れているので、層
間接続導体４２，４３から発生されるガスが抜けやすくなり、導電性ペーストの噴出がさ
らに抑制される。
【００３６】
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（ｄ）絶縁層２１は多層基板１の端面に露出しているので、層間接続導体４２，４３から
放出されるガスは絶縁層２１を経由して面方向に抜けて、多層基板１の外に出やすくなる
。これにより、層間接続導体形成部からガスが抜けやすくなり、導電性ペーストの噴出が
さらに抑制される。
【００３７】
（ｅ）絶縁シート２０の厚さは基材１１～１４の厚さよりも薄い。これにより、多層基板
１の厚みが抑えられる。また、この多層基板で構成されるチップ部品が低背化される。
【００３８】
（ｆ）絶縁シート２０は、基材１２，１３と同じ母材からなるので、基材１２，１３と絶
縁シート２０との接合性が高く、剥離し難い。
【００３９】
（ｇ）開口Ｈの径は層間接続導体４２，４３の径（貫通孔ＴＨ２，ＴＨ３の内径）よりも
大きいので、積層体形成工程で、絶縁シートと基材との位置ずれ（積みずれ）に対応でき
る。すなわち、所定の位置精度があれば、平面視で絶縁シートの開口Ｈ内に層間接続導体
が収まるので、層間接続導体の所定の電気的特性が維持できる。
【００４０】
（ｈ）層間接続導体が積層方法に重なる箇所が絶縁層の開口内に入るため、層間接続導体
形成部への応力集中が緩和される。
【００４１】
（ｉ）絶縁層には、導体パターンが形成されていないので、他の導体パターンとの間の不
要な結合が生じない。
【００４２】
《第２の実施形態》
　第２の実施形態では、絶縁層を基材とは異なる材料のシートから構成した多層基板につ
いて示す。
【００４３】
　図６（Ａ）は第２の実施形態の多層基板２の、複数の基材の積層プレス前の段階での断
面図である。図６（Ｂ）は積層プレス後の断面図である。図６（Ａ）、図６（Ｂ）は第１
の実施形態で示した図３（Ａ）、図３（Ｂ）に対応する図である。第２の実施形態におい
ては、基材１１，１２，１３，１４は液晶ポリマー（ＬＣＰ）等の熱可塑性樹脂を主成分
とするシートである。絶縁シート２０はポリイミド（ＰＩ）等の熱硬化性樹脂シートであ
る。その他の構成は第１の実施形態で示したものと同じである。
【００４４】
　このような構成でも、第１の実施形態の場合と同様の作用効果を奏する。
【００４５】
　なお、上記ポリイミド樹脂シートはガス透過性を有する。ここで、液晶ポリマーとポリ
イミドのガス透過性の差異について示す。JIS Z0208に規定される透湿度試験方法によっ
て水蒸気透過度を測定したところ、測定結果は次のとおりであった。
【００４６】
　液晶ポリマー：0.6 g/m2・24h
　ポリイミド：63.7 g/m2・24h
　このように、ポリイミドの水蒸気透過度は、液晶ポリマーの水蒸気透過度に比べて、１
００倍以上である。この傾向は水蒸気に限らず、層間接続導体に用いられる導電性ペース
トから発生されるガスにも当てはまる。よって、ポリイミドのシートから構成される絶縁
層はガス抜き部としても有効に用いることができる。
【００４７】
　なお、本実施形態では、絶縁層２１とそれに隣接する基材との界面に沿ってガスが抜け
る場合もある。したがって、ガス抜き効果が高いと言える。
【００４８】
《他の実施形態》
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　以上の各実施形態では、一単位の部品について図示したが、当然ながら、複数の素子形
成部を含む集合基板状態で各工程の処理がなされ（大判プロセスによって製造され）、最
後に個片に分離されてもよい。
【００４９】
　以上の各実施形態では、絶縁シートと基材と共に積層する例を示したが、絶縁シートは
塗布形成してもよい。例えば、図３（Ａ）に示した基材１２に液晶ポリマー層形成用のペ
ーストを印刷塗布し、乾燥させることでペースト中のガスを揮発させた後、他の基材と共
に積層してもよい。
【００５０】
　絶縁層には、加熱プレス時の温度よりも低い温度で硬化を開始する熱硬化性樹脂を主成
分とするプリプレグシートを用いることもできる。例えば、ガラスエポキシシート（エポ
キシプリプレグ）を用いることができる。
【００５１】
　本発明に係る多層基板は、電子部品が実装される基板であることに限らず、それ自体が
チップ部品を構成してもよい。例えば、アンテナ、アクチュエータ、センサ等各種電子部
品に適用できる。このように、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能で
ある。
【００５２】
　最後に、上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではない
。当業者にとって変形および変更が適宜可能である。例えば、異なる実施形態で示した構
成の部分的な置換または組み合わせが可能である。本発明の範囲は、上述の実施形態では
なく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と
均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００５３】
Ｈ…開口
ＴＨ２…貫通孔（第１貫通孔）
ＴＨ３…貫通孔（第２貫通孔）
１，２…多層基板
１１，１４…基材
１２…基材（第１基材）
１３…基材（第２基材）
２０…絶縁シート
２１…絶縁層
３１Ａ，３１Ｂ…導体パターン
３２Ａ，３２Ｂ…導体パターン
３３Ａ，３３Ｂ…導体パターン
３４Ａ，３４Ｂ…導体パターン
４１Ａ，４１Ｂ…層間接続導体
４２…第１層間接続導体
４３…第２層間接続導体
４４Ａ，４４Ｂ…層間接続導体
１００…積層体
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